












































专利名称(译) 半透射/半反射电极基板，其制造方法以及使用这种半透射/半反射电极基板的液晶显示器

公开(公告)号 US20080239217A1 公开(公告)日 2008-10-02

申请号 US10/591529 申请日 2005-02-18

[标]申请(专利权)人(译) 井上和义
TOMAI SHIGEKAZU
松原MASATO

申请(专利权)人(译) 井上和义
TOMAI SHIGEKAZU
松原MASATO

当前申请(专利权)人(译) 出光兴产股份有限公司.

[标]发明人 INOUE KAZUYOSHI
TOMAI SHIGEKAZU
MATSUBARA MASATO

发明人 INOUE, KAZUYOSHI
TOMAI, SHIGEKAZU
MATSUBARA, MASATO

IPC分类号 G02F1/1343 H01L23/48 H01L21/28 G02F1/1335 H01B5/14

CPC分类号 G02F1/133555 G02F1/13439

优先权 2004062480 2004-03-05 JP
2004061656 2004-03-05 JP

其他公开文献 US7612850

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种半透射半反射电极基板，其具有透明导电层，该透明​​导
电层几乎不会产生由蚀刻引起的残留物，并且能够抵抗金属反射层（金
属层）的蚀刻剂，生产方法半透射和半反射电极基板以及使用该半透射
和半反射电极基板的液晶显示装置。具体地，本发明涉及一种半透射和
半反射电极基板，包括透明基板，透明导电层，其设置在透明基板上并
包含氧化铟作为其主要成分，并且还包含选自钨的一种或两种或更多种
氧化物氧化物，氧化钼和氧化铌以及金属反射层，其设置在透明基板
上，反射外来光并与透明导电层连接，制造半透射和半反射电极基板的
方法和液体使用半透射和半反射电极基板的晶体显示装置。该半透射和
半反射电极基板几乎不产生残留物，具有高加工性并提高产率。
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